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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА ПЛЕНОК СУЛЬФИДА КАДМИЯ

Снизить себестоимость солнечных элементов позволяет применение в
качестве базовых слоев тонкопленочных поликристаллических полупровод-
никовых соединений. Одними из наиболее перспективных являются пленоч-
ные слои CdTe. В настоящее время все чаще используется структура n-CdS/p-
CdTe, где CdS используется в качестве широкозонного окна, что позволяет
уменьшить негативное влияние поверхностной рекомбинации неравновесных
носителей заряда за счет удаления области их активной генерации от осве-
щаемой поверхности. Для оптимизации характеристик широкозонного "окна"
в поликристаллических пленочных гетеросистемах CdS/CdTe были проведе-
ны оптические и структурные исследования слоев CdS, полученных методом
химического осаждения.

Производилось одинарное и двойное осаждение сульфида кадмия на
стеклянную подложку методом химического осаждения. Было установлено,
что с увеличением толщины пленки ширина запрещенной зоны не меняется и
составляет 2,38 эВ, а коэффициент пропускания уменьшается от 71,51% до
66,82%. Определено, что отжиг приводит к уменьшению ширины запрещен-
ной зоны и увеличению коэффициента пропускания как для пленок сульфида
кадмия, полученных одинарным, так и двойным осаждением.

Так как пленки в конструкции ФЭП наносятся на прозрачный проводя-
щий слой, было произведено осаждение сульфида кадмия на подслой FTO
(оксид олова легированный фтором). Было установлено, что отжиг приводит
к уменьшению ширины запрещенной зоны (от 2,35 до 2,27 эВ) и коэффици-
ента пропускания (от 78,32% до 75,29%). Наблюдаемые эффекты связаны с
кристаллической структурой пленок сульфида кадмия, поэтому был проведен
предварительный фазовый анализ. В результате были определены следую-
щие фазы: сульфид кадмия гексагональной и кубической модификации, ок-
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сид олова и цианамид кадмия. Было установлено, что двухфазность приводит
к ухудшению оптических свойств пленок сульфида кадмия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SOS-ЭФФЕКТА В КРЕМНИЕВЫХ ДИОДАХ
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В настоящее время весьма перспективной тенденцией в развитии высо-
ковольтной импульсной техники представляется замена искровых коммута-
торов полупроводниковыми [1–2].

Твердотельные коммутаторы, использующие SOS – эффект являются
размыкающими. Для получения импульса высокого напряжения использует-
ся быстрый (в течение несколько наносекунд) обрыв тока индуктивного на-
копителя энергии. Накачка плазмы в полупроводниковую структуру комму-
татора производится импульсом тока прямой проводимости. А обратной по-
луволной происходит вывод плазмы из p-n перехода и резкий обрыв тока.
SOS – эффект наблюдается в кремниевых полупроводниковых приборах, в
том числе – в серийно выпускаемых выпрямительных диодах.

Описанные выше эффекты были реализованы в твердотельном генера-
торе, выполненном на диодах КЦ105Д который позволил формировать по-
следовательности импульсов с частотой следования до 5 кГц. В данном гене-
раторе длительность импульса накачки структуры составляет 340 нс при токе
80 А. Длительность освобождения p-n перехода от плазмы и обрыва тока со-
ставила 70 нс. На нагрузке равной 140 Ом формируется импульс напряжения
амплитудой 1,9 кВ, длительность фронта импульса составляет 50 нс, дли-
тельность спада – 60 нс. Для проведения испытаний электротехнических, ра-
диоэлектронных и электронных изделий на устойчивость к наносекундным
импульсным помехам в ряде случаев требуются источники импульсов с бо-
лее жесткими уровнями воздействующих параметров [1]. Для соответствия


